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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Integrierte Speicherschaltungsanordnung 

© Der Erfindung, die eine integrierte Speicherschaltungs- 
anordnung aus einem Tragermaterial, einem Halbleiter- 
chip, auf dem zumindest ein Shadow-RAM integriert ist, 
einem Kondensatorelement und einem Schaltkreisgehau- 
se betrifft, liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung 
fur Shadow-RAMs anzugeben, welche ohne externe Zu- 
satzbeschaltung praktisch unabhangig vom zeitlichen Ab- 
laut" bei Power-Down einen STORE-Vorgang zur Siche- 
rung des RAM-lnhaltes im nichtfluchtigen Schattenspei- 
cher durchfuhren konnen. Dies wird dadurch gelost, daS 
zusatzlich zum Halbleiterchip ein Kondensatorelement, 
welches zumindest aus Elektroden und einem Dielektri- 
kum besteht, die zum STORE-Vorgang bei Power-Down 
erforderliche Energie bereitstellend in dem Schaltkreisge- 
hause integriert ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Speicherschal- 
tungsanordnung aus einem Tragermaterial, einem Halblei- 
terchip, auf dem zuniindest ein Shadow- RAM integriert ist, 
einem Schaltkreisgehause und einer Kapazitat, die zusatz- 
lich zum Halbleiterchip in dem Schaltkreisgehause die zum 
STORE- Vorgang bei Power-Down erforderliche Energie be- 
reitstellend integriert ist. 

Grundsatzlich ist es bei Halbleiterschaltkreisen bekannt, 
IC-Tragerstreifen mit AuBenanschlussen, mit einem Halb- 
leiter-Chip und einem Gehause zu versehen, welches aus ei- 
ner VerguBmasse besteht. Die Verbindung zwischen IC-Tra- 
gerstreifen und Halbleiterchip wird durch Bonddrahte oder 
andere Leitermaterialien hergestellt. 

Ein groBes Segment innerhalb der Halbleiterschaltkreise 
sind Halbleiterspeicher. Diese unterteilen sich in eine Viel- 
zahl unterschiedlicher Typen, wofiir nachfolgend Beispiele 
angegeben werden. 

Bei einem EEPROM ist ein IC-Tragerstreifen mit AuBen- 
anschlussen, einem EEPROM-Chip und einem Gehause, be- 
stehend aus einer VerguBmasse. versehen. Dieser Aufbau 
entspricht dem grundsatzlichen Aufbau von Halbleiter- 
schaltkreisen. Mit EEPRROMs ist eine nichtfliichtige Spei- 
cherung der Daten und eine unbegrenzte Anzahl von Lese- 
zykien moglich. Nachteilig ist es allerdings, daB die Anzahl 
von Schreib-Zyklen begrenzt und die Schreibgeschwindig- 
keit vergleichsweise gering ist. 

Ebenfalls bei SRAMs entspricht der Aufbau dem grund- 
satzlichen Aufbau von Halbleiterschaltkreisen. Ein IC-Tra- 
gerstreifen ist mit AuBenanschlussen, einem S RAM-Chip 
und einem Gehause versehen. Mit SRAMs ist eine unbe- 
grenzte Anzahl von Schreib- und Lese-Zyklen und gegen- 
iiber EEPROMs wesentlich hohere Zugriffsgeschwindigkeit 
fiir Lesen und Schreiben moglich. Allerdings ist die Daten- 
speicherung nur fltichtig moglich, das heiBt, die Daten biei- 
ben nur bei angelegter Betriebsspannung erhalten; bei 
Power-Down gehen die gespeicherten Daten verloren. 

Zur Vermeidung des Nachteiles der fliichtigen Datenspei- 
cherung im SRAM werden Verfahren zur Spannungsversor- 
gung des SRAMs bei ausgeschalteter Sy stem- Verso rgungs- 
spannung genutzt. Eines dieser Verfahren ist das batteriege- 
sttitzte Backup, welches beispielsweise in den Bat-SRAMs 
zur Anwendung kommt. 

Ein Bat-SRAM besteht aus einem Board mit darauf mon- 
tiertem SRAM und Spannungsdetektor-IC oder SRAM mit 
integriertem Spannungsdetektor. Auf dem Board sind Stek- 
kerleisten montiert. Diese dienen der Kontaktierung des 
Bat-SRAMs auf einem Gerateboard. Abstand und Anor- 
dung der Kontakte sind dabei identisch mit ublichen Dual- 
in- Line-Plast-Gehausen. Weiterhin ist auf dem Board eine 
Batterie angeordnet. Die gesamte Anordnung wird von ei- 
nem Gehause umgeben, welches zusatzlich mit einer Ver- 
guBmasse verfiillt wird. 

Die im Bauelement integrierte Batterie ubernimmt die 
Spannungsversorgung zum Zweck des Datenerhalts im 
SRAM-Chip bei fehlender externer Versorgungsspannung. 

Mit Bat-SRAMs ist eine hohe ZugrifTsgeschwindigkeit 
gegenliber EEPROMs und eine unbegrenzte Anzahl von 
Schreibzyklen moglich. Allerdings sind hohe Herstellungs- 
kosten und eine reduzierte Zuverlassigkeit nachteilig, was 
durch die Vielzahl der eingesetzten Komponenten und Ver- 
bindungen hervorgerufen wird. Weiterhin ist ein hoher 
Montageaufwand bei der Herstellung, ein eingeschrankter 
Bereich der Arbeits- und Lagertemperatur durch die Batterie 
und eine Einschrankung der Nutzungsdauer des Bauele- 
ments durch beschrankte Batterie lebensdauer, die typischer- 
weise z. B. 10 Jahre betragt, als Nachteil zu verzeichnen. 



Auch sind die Moglichkeiten zur Miniaturisierung und zum 
Einsatz als SMD-Bauelement beschrankt. 

Eine Weiterentwicklung der Bat-SRAMs sind Bat- 
SRAMs im SMD-Gehause mit steckbarer Batteriekapsel. 
5 Diese entsprechen dem grundsatzlichen Aufbau von Halb- 
leiterschaltkreisen. Die IC-Tragerstreifen mit AuBenan- 
schliissen sind mit einem SRAM-Chip mit integriertem 
Spannungsdetektor und Gehause versehen. Zusatzlich sind 
in das Gehause Steck- oder Federkontakte eingearbeitet, 
10 welche das Aufstecken einer Batteriekapsel und die elektri- 
sche Verbindung zwischen Batteriekapsel und dem eigentli- 
chen IC ermoglichen. Damit werden Eigenschaften her- 
kommlicher Bat-SRAMs insbesondere hinsichtlich der Her- 
stellung von SMD-Bauelementen verbessert. Weiterhin ge- 
15 stattet das steckbare Batteriemodul einen Austausch der 
Batterie im eingeloteten Zustand des Bauelementes. 

Allerdings stellen sich ein hoher Montageaufwand bei der 
Herstellung und eine reduzierte Zuverlassigkeit durch eine 
Vielzahl der eingesetzten Komponenten und Verbindungen 
als Nachteil dar. Zusatzlich wird die Zuverlassigkeit durch 
nicht hermetisch dichte Kapselung der elektrischen Verbin- 
dung zwischen Batteriekapsel und SRAM-IC eingeschrankt. 
Weiterhin sind ein eingeschrankter Bereich der Arbeits- und 
Lagertemperatur durch die Batterie und ein zusatzlicher 
Wartungsaufwand durch Austauschzyklen der Batteriekap- 
sel zu verzeichnen. 

Eine Kombination der Eigenschaften fluchtiger RAMs, 
z. B. SRAM oder DRAM, die den Vorteil eines schnellen 
Speicherzu griffs fiir Lesen und Schreiben und einer unbe- 
grenzten Anzahl von Schreib- und Lesezyklen bieten, und 
nichtfluchtiger Speicher, z. B. EEPROMs, ferroelektrischer 
RAMs, magnetoresistiver RAMs, die den Vorteil des Daten- 
erhalts auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung bie- 
ten, stellen nichtfliichtige Shadow-RAMs dar. Eine Variante 
dieser Shadow-RAMs sind die Shadow-SRAMs, in welchen 
eine Speicherkonfiguration aus fliichtigem SRAM und 
nichtfluchtigem EEPROM integriert ist. Gegeniiber Bat- 
SRAMs zeichnen sich Shadow-SRAMs beispielsweise 
durch einen wesentlich einfacheren konstruktiven Aufbau, 
geringere Abmessungen, hohere Zuverlassigkeit und Nut- 
zungsdauer, einen weiteren Bereich der Arbeits- und Lager- 
temperatur und hohere Zugriffsgeschwindigkeit aus. 

Erreicht wird diese Eigenschaft durch eine auf dem Halb- 
leiterchip integrierte Schaltungsanordnung, welche neben 
dem eigentlichen SRAM-Bereich eine zusatzliche EE- 
PROM-Matrix und eine komplexe Steuerungslogik enthalt. 

Shadow-SRAMs werden iiberwiegend in Standard-IC- 
Gehausen gefertigt, der konstruktive Aufbau entspricht dem 
Aufbau von SRAMs oder EEPROMs. 

Der Shadow-SRAM wird wie ein normaler SRAM betrie- 
ben, einige Typen sind pinkompatibel zu Standard-SRAMs 
oder Bat-SRAMs. Die Schreib- und Lesezugriffe erfolgen 
im SRAM-Bereich. Die Zugriffsgeschwindigkeit entspricht 
der von schnellen Standard-SRAMs. Der SRAM-Bereich 
kann beliebig oft gelesen und beschricben werden. 

Der SRAM-Bereich des Shadow-SRAMs ist bitweise mit 
der EEPROM-Matrix verbunden. Im integrierten EEPROM 
erfoigt durch ein Hard- oder Softwaresignal innerhalb weni- 
ger Millisekunden die dauerhafte Sicherung der im SRAM 
gespeicherten Informationen (STORE) oder ein Riickladen 
des EEPROM-Inhaltes in den SRAM (RECALL). Beim 
Einschalten der Betriebsspannung wird die im EEPROM 
gespeicherte Information in den SRAM geladen. 

Optional stehen Shadow- SRAM-Typen zur Verfugung, 
die bei Spannungsunterbrechungen automatisch das Sichern 
des SRAM-Inhaltes im EEPROM durch fuhren, was als 
PowerStore bezeichnet werden soil. Der PowerStore-Typ 
enthalt eine integrierte Spannungsiiberwachung, die bei Ab- 
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sinken der Betriebsspannung unter einen definierten Mini- 
malwert (V SW ttch) automatisch einen STORE- Vorgang 
auslost. 

Die fiir das PowerStore notwendige Energie wird bei- 
spielsweise durch einen Stutzkondensator bereitgestellt, 5 
welcher uber ein zusatzlich beschaltetes Pin angeschlossen 
wird. Durch den AnschluB des externen Kondensators an 
diesem sogenannten V CAP -Pin wird eine von der abfal- 
lenden Systemenergie (Power-Down) unabhangige Span- 
nungsversorgung des Shadow- SRAMS gewahrleistet, so 10 
daB der Vorgang der Datensicherung unabhangig vom zeitli- 
chen Verlauf des Power-Down abgeschlossen werden kann. 

In einigen Applikationen ist der Einsatz eines Shadow- 
SRAMs mit Standard- SRAM- Pinlayout erf order lich. Dies 
betrifft beispielsweise bereits bestehende Schaltungen, in L5 
denen anstelle eines bisher genutzten Standard-SRAMS 
oder Bat-SRAMs ohne Anderungen des Schaltungslayouts 
ein Shadow-SRAM eingesetzt werden soil. 

Fiir derartige Applikationen sind Shadow-SRAM-iypen 
verfiigbar, die pinkompatibel zu Standard-SRAMs sind. 20 
Aufgrund der geforderten Pinkompatibilitat ist bei diesen 
Typen der zusatzliche AnschluB eines Kondensators am IC 
zur Bereits tellung der Energieversorgung bei Power-Down 
nicht moglich. 

Bei diesen Typen wird deshalb die fur das PowerStore 25 
notwendige Energie durch die verbleibende Restenergie im 
System bereitgestellt. Hierbei sind Forderungen beziiglich 
des Spannungsabfalles im System bei Power-Down einzu- 
halten. So darf der weitere Spannungsabfall ab V swrrC H auf 
einen definierten Mindestwert eine definierte ZeitdifTerenz 30 
nicht unterschreiten. 

In Anwendungen mit zu geringer Systemenergie nach 
dem Abschalten der Spannungsversorgung kann ein schnel- 
lerer Spannungsabfall als fur diesen Typ zulassig auftreten, 
so daB diese festgelegte ZeitdifTerenz nicht gewahrleistet 35 
werden kann. 

In diesen Applikationen wird deshalb ein Shadow-SRAM 
mit Standard-SRAM-Pinout und ohne zusatzliche Beschal- 
tung benotigt, welcher jedoch auch bei schnellem Power- 
Down einen zuverlassigen STORE- Vorgang durchruhren 40 
kann und somit die beiden Vorteile der genannten Shadow- 
S RAM-Type n aufweist. 

Aus einem Datenblatt der Anmelderin ist eine Halbleiter- 
anordnung der eingangs genannten Art bekannt, die aus ei- 
nem Halbleiterchip, auf dem ein Shadow-SRAM integriert 45 
ist, einem Schaltkreisgehause und einem Kondensator be- 
steht. Der Kondensator ist zusatzlich zum Halbleiterchip in 
dem Schaltkreisgehause integriert, um die zum STORE- 
Vorgang bei Power-Down erforderliche Energie bereitzu- 
stellen. Diese Anordnung ermoglicht eine SRAM-pinkom- 50 
patible Realisierung eines Shadow-SRAM. der ohne externe 
Zusatzbeschaltung praktisch unabhangig vom zeitlichen 
Ablauf bei Power-Down einen STORE- Vorgang zur Siche- 
rung der Speicherdaten des fliichtigen SRAMs in einen EE- 
PROM durchfuhren kann. 55 

In praktisch alien Bereichen der Eiektronik-Industrie fin- 
det ein stetiger Trend zur Miniaturisierung statt. Dieser 
Trend macht eine weitergehende Verringerung der auBeren 
Abmessungen der gesamten Schaltungsanordnung erforder- 
lich, Um dem geringen Volumen von derartigen Gehausen 60 
zu entsprechen, bieten sich beispielsweise Tantal-Chip- 
Kondensatoren an, welche sich durch eine besonders groBe 
Kapazitat bei geringem Volumen auszeichnen. Ublicher- 
weise besitzen derartige Tantal-Chip-Kondensatoren einen 
porosen Tantal-Sinterkorper mit einer Tantaloxid-Oberfla- 65 
che und einer mehrlagigen Beschichtung z. B. aus Mangan- 
oxid, Graphit und Silber. Der Kern des Tantalkorpers wird 
durch einen Tantalsteg gebildet, welcher aus dem gesinter- 



ten Korper herausgefuhrt ist. 

Zum hermetischen AbschluB, zum Schutz vor auBeren 
Einwirkungen, zur mechanischen Befestigung, zur elektri- 
schen Kontaktierung auf Boards und zu Kennzeichnung 
wird der beschichtete Tantalkorper von einem Gehause um- 
hullt. Dieses Gehause besteht aus einem VerguB material, in 
welches nach auBen fiihrende Leiterbahnen eingebettet sind, 
die auBen ais Kontaktflachen zur SMD- Montage ausgebildet 
sind. Im Inneren des Kondensatorgehauses sind diese Lei- 
terbahnen beispielsweise durch Lot,-SchweiB- oder Klebe- 
verbindungen mit dem Tantalsteg und der Silberschicht auf 
dem Tantalkorper elektrisch Leitend verbunden. 

Nachteilig ist bei dieser Losung, daB fiir den STORE- Vor- 
gang eine vergleichsweise groBe Kondensatorkapazitat er- 
forderlich ist und die auBeren Abmessungen des Kondensa- 
tors in der o. g. Ausfiihrungsform eine weitere wesentliche 
Miniaturisierung der beschriebenen Anordnung und damit 
auch die Realisierung sehr kleiner Gehausetypen des Sha- 
dow-RAMs begrenzen. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine 
Anordnung fiir Shadow- RAMs anzugebem welche ohne ex- 
terne Zusatzbeschaltung der angestrebten Miniaturisierung 
gerecht wird und praktisch unabhangig vom zeitlichen Ab- 
lauf bei Power Down ein STORE- Vorgang zur Sicherung 
des RAM-Inhalts im nichtfluchtigen Schattenspeicher 
durchfuhren kann. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Kapazitat als 
ein Kondensatorelement ausgefuhrt ist, das ohne ein eigenes 
Gehause zumindest aus Elektroden und Dielektrikum be- 
steht, und Halbleiterchip und Kondensatorelement gemein- 
sam auf einem Tragerstreifen mechanisch befestigt sind und 
durch Bonddrahte, Leiterstreifen, Lot-, SchweiB- und/oder 
durch leitfahige Klebstoffverbindungen elektrisch mit dem 
Tragerstreifen und/oder miteinander verbunden sind. 

Die gesamte Anordnung wird in einem Gehause vergos- 
sen, welches in seinen Abmessungen beispielsweise einem 
Standard-RAM- Gehause entspricht. Damit wird die Spei- 
cherung der fiir den STORE- Vorgang bei Power-Down er- 
forderlichen Energie anstelle von einem Standard- Konden- 
sator von der Anordnung aus Elektroden und Dielektrikum 
mit Kondensatorfunktion ohne Gehause iibernommen. 

Hierbei iibemimmt das Gehause der integrierten Schal- 
tungsanordnung zusatzlich die Funktion eines Kondensator- 
gehauses, welches beispielsweise dem hermetischen Ab- 
schluB, dem Schutz vor auBeren Einwirkungen, der mecha- 
nischen Befestigung des Kondensators, der elektrischen 
Kontaktierung auf Boards und der Kennzeichnung dient. 

Auf diese Weise kann eine Anordnung zur Speicherung 
der fur den STORE- Vorgang erforderlichen Energie gefer- 
dgt werden, welche sich im Gegensatz zur Verwendung von 
Kondensatoren in Standard-Gehausen durch einen wesent- 
lich geringeren Raumbedarf auszeichnet und damit der For- 
derung nach weiterer Miniaturisierung entspricht. Weiterhin 
wird durch die Nutzung des Schaltkreisgehauses zur Kapse- 
lung des Kondensatorelementes eine Reduktion der notwen- 
digen Gehausekomponenten und damit auch eine Reduzie- 
rung der Fertigungskosten und eine Erhohung der Zuverlas- 
sigkeit durch Verringerung der Anzahl der elektrischen Ver- 
bindungen erreicht. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daB die gesamte Anordnung in einem Standard-Ge- 
hause mechanisch und/oder pinkompatibel vergossen wird. 

Dabei konnen die nach auBen fiihrenden Teile des Trager- 
streifens der integrierten Schaltungsanordnung, welche wie 
bei Standardgehiiusen als Pins ausgebildet sind, so an Chip 
und Kondensatorelement angeschlossen, daB eine Standard- 
RAM-kornpadble Pi n-Kon figuration erreicht wird. 

Somit kann beispielsweise eine standardisierte SRAM- 
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PIN-Belegung angeboten werden, eine weitere Miniaturisie- 
rung des Bauelementes, beispielsweise durch Nutzung von 
SOP- und TSOP-Gehausen durchgefuhrt und dabei ebenso 
die vorteilhafte Datenspeicherung bei einem Power-Down 
realisiert werden, ohne daB eine zusatzliche AuBenbeschal- 5 
rung, die diese Datenspeicherung realisieren wiirde, erfor- 
derlich ist. 

Damit wird es moglich, die erfindungsgemaBe integrierte 
Speicherschaltungsanordnung auch mechanisch anstelle ei- 
nes herkommlichen Standard- RAM einzusetzen. to 

In einer weiteren Ausfuhrungsforrn ist das Kondensator- 
element direkt auf dem Halbleiterchip befestigt und mit die- 
sem und/oder dem Tragerstreifen durch Bonddrahte, Leiter- 
streifen, Lot-, SchweiB- und/oder durch leitfahige Klebver- 
bindungen elektrisch verbunden. 15 

Eine weitere Ausfiihrungsform der integrierten Schal- 
tungsanordnung sieht vor, daB die auBere Oberflache des 
Kondensatorelementes teilweise oder ganz als Elektrode 
ausgefuhrt ist und auf der Chipoberflache ein leitfahiger Be- 
reich ausgebildet ist, welcher mit der inneren Schaltung des 20 
Chips verbunden ist. In dieser Ausfuhrungsforrn wird das 
Kondensatorelement elektrisch leitfahig auf diesen Bereich 
der Chipoberflache aufgeklebt, so daB zumindest eine der 
Verbindungen zwischen Chip und Kondensator hierdurch 
ersetzt werden kann. 25 

Eine weitere Gestaltung der integrierten Schaltungsan- 
ordnung sieht vor, daB der Halbleiterchip und das Konden- 
satorelement nebeneinander auf dem Tragerstreifen befe- 
stigt werden und durch Bonddrahte, Leiterstreifen, Lot-, 
SchweiB- und/oder durch leitfahige Kleb verbindungen elek- 30 
trisch mit dem Tragerstreifen und/oder miteinander verbun- 
den sind. 

Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispieles naher erlautert werden. In den zugehorigen 
Zeichnungen zeigt 35 

Fig. 1 eine Ansicht einer ersten Ausfuhrungsforrn der er- 
flndung sgemaBen Speicheranordnung, 

Fig. 2 eine Ansicht einer zweiten Ausfiihrungsform der 
erfindungsgemaBen Speicheranordnung, 

Fig. 3 einen Schnitt durch die erfindungsgemaBe Spei- 40 
cheranordnung in der zweiten Ausfiihrungsform. 

In der ersten Ausfiihrungsform, wie sie insbesondere in 
Fig. 1 dargestellt ist, wird ein Shadow- SRAM-Chip 1 durch 
eine Klebeverbindung auf dem Tragerstreifen 2 befestigt. 
Auf der Oberflache des Shadow-SRAM- Chips 1 wird durch 45 
eine weitere, elektrisch nicht leitfahige Klebeverbindung 
das Kondensatorelement 3 befestigt. Um die fur den 
STORE- Vorgang erforderliche Speicherkapazitat sicherzu- 
stellen, wird ein Tantal-Kondensatorelement verwendet. 
Das Kondensatorelement 3 besitzt einen nicht naher darge- 50 
stellten Tantalkorper. Eine der ebenfalls nicht naher darge- 
stellten Elektroden des Kondensatorelementes 3 wird durch 
eine mehrschichtige Oberflache auf dem Tantalkorper gebil- 
det, deren auBere Beschichtung 4 aus Silber besteht. Diese 
Silberbeschichtung 4 wird durch einen oder mehrere Bond- 55 
drahte 5 so mit dem Tragerstreifen 2 verbunden, daB uber 
den Leiterstreifen 24 des Tragerstreifens 2 eine elektrisch 
leitende Verbindung zum nach auBen fuhrenden Massepin, 
d. h. dem V ss -Pin 6, hergestellt wird. Uber Bonddrahte 29 
ist der Leiterstreifen 24 zusatzlich mit der V ss -Bondinsel 25 60 
verbunden. 

An einer der Stirnseiten des Kondensatorelementes 3 ist 
ein Tantalsteg 7 herausgefuhrt, welcher Be standteil des Tan- 
talkorpers des Kondensatorelementes 3 ist. Auf diesem Tan- 
talsteg 7 wird durch eine Bondverbindung 8 eine elektrisch 65 
leitfahige Verbindung zur Mittelinsel 9 des Tragerstreifens 2 
hergestellt. Die Mittelinsel 9 wiederum wird uber zwei par- 
allele Bonddrahte 10 elektrisch leitfahig mit der V CAP - 



Bondinsel 11 des Shadow-SRAM-Chips 1 verbunden. 

Die iibrigen Anschliisse des Shadow-SRAM-Chips 1 an 
die Pins 13 des Gehauses 14 der Halbleiteranordnung wer- 
den durch Bonddrahte 15 zwischen den entsprechenden 
Bondinseln 16 und den Zinken 17 des Tragerstreifens 2 her- 
gestellt. Dies erfolgt so, daB die Konfiguration der AdreB-, 
Daten- und Steuerpins der Standard-SRAM-Pinbelegung 
entspricht. 

Neben den bereits genannten Vorteilen dieser Ausfuh- 
rungsforrn besteht mit dieser Anordnung in vielen Fallen die 
Moglichkeit, als Tragerstreifen 2 einen Standard-Trager- 
streifen beispielsweise fur SRAMs zu nutzen, so daB eine 
weitere Verringerung der Fertigungskosten durch Reduzie- 
rung der Setup- Kosten moglich ist. 

Die Spannungsversorgung des Shadow-SRAM-Chips 1 
erfolgt im normalen Betrieb aus der nicht naher dargestell- 
ten System- Versorgungsspannung uber das V cc -Versor- 
gungsspannungspin 18, welches an die V cc -Bondinsel 12 
angeschlossen ist. 

Auf dem Shadow-SRAM-Chip 1 ist neben der SRAM/ 
EEPROM-Speichermatrix 21 eine Speicherlogik 33 und 
eine S TORE/RECALL- Steue rung 19 integriert. Der Spei- 
cherzugriff erfolgt auf den SRAM-Bereich der integrierten 
Speichermatrix 21. 

Die chipinterne STORE/RECALL-Steuerung 19 fiihrt 
grundsatzlich eine standige Uberwachung der angelegten 
Betriebsspannung durch, um bei Erreichen bestimmter 
Spannungsschwellen automatisch eine nichtfiiichtige Siche- 
rung der fliichtigen SRAM-Daten ausfuhren zu konnen. 
Durch die STORE/RECALL-Steuerung 19 wird im norma- 
len Betriebszustand uber einen gesteuerten chipinteren 
Transistor 20 sichergestellt, daB die Spannungsversorgung 
der chipinternen Komponenten und ein Laden des Konden- 
satorelementes 3 erfolgt. 

Bei Power-Down wird bei Un terse hrei ten eines definier- 
ten Spannungswertes V swrrcH die Verbindung zum V cc - 
Versorgungsspannungs-Pin 18 aufgetrennt. Die weitere 
Spannungsversorgung des Shadow-SRAM-Chips 1 erfolgt 
unabhangig von der externen Versorgungsspannung aus der 
im Kondensatorelement 3 gespeicherten Energie, welche 
insbesondere zum sicheren Speichern der SRAM-Daten in 
den chipinternen EEPROM- Be reich genutzt wird. Hiermit 
wird gewahrleistet, daB unabhangig vom weiteren Verlauf 
des Abfalls der externen Versorgungsspannung V cc bei 
Power- Down eine ausreichend hone interne Versorgungs- 
spannung zur Verfugung steht. 

In der zweiten Ausfuhrungsforrn, wie sie insbesondere in 
Fig. 2 und 3 dargestellt ist, wird der Shadow-SRAM-Chip 1 
durch eine Klebstoffverbindung 27 auf der Mittelinsel 9 des 
Tragerstreifens 2 befestigt und zwischen den Bondinseln 16 
und den Zinken 17 durch Bonddrahte 15 mit dem Trager- 
streifen 2 und damit mit den nach auBen fuhrenden Pins 13 
des Gehauses 14 der integrierten Schaltungsanordnung ver- 
bunden. Zusatzlich zu den Bondverbindungen mit den nach 
auBen fuhrenden Pins 13 besteht eine Bondverbindung 10 
von der V CAP -Bondinsel 11 des Shadow-SRAM-Chips 1 auf 
die Mittelinsel 9 des Tragerstreifens 2, auf welchem der 
Shadow-SRAM-Chip 1 montiert ist. 

Die Mittelinsel 9 ist mit Stegen 22 verbunden, welche an 
den Langsseiten 23 des Gehauses 14 der Schaltungsanord- 
nung enden, ohne daB ein AnschluB nach auBen vorgesehen 
ist. Derartige Stege 22 werden insbesondere zur mechani- 
schen Fixierung der Mittelinsel 9 wahrend des Umhullungs- 
prozesses beim Schaltkreis-Packaging verwendet. 

Der Leiterstreifen 24 des Tragerstreifens 2, welcher das 
V ss -Pin 6 mit der V ss -Bondinsel 25 des Shadow-SRAM- 
Chips 1 verbindet, ist so ausgebildet, daB er eine Verbreite- 
rung besitzt, welche als Montageflache 26 dient, auf welcher 
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des Tantal- Kondensatorelement 3 mil einer elektrisch leitfa- 
higen Klebstoffverbindung 30 befestigt wird. Diese Monta- 
gefiache 26 befindet sich unmittelbar neben einem der mit 
der Mittelinsel 9 verbundenen Stege 22 und bcsitzt zwei 
Stege 34. 5 

Die V ss -Bondinsel 25 ist iiber Bonddrahte 29 mit den 
Leiterstreifen 24 verbunden. Zwischen der Mittelinsel 9 und 
der Montage flache 26 besteht keine direkte Verbindung. 

Wie im vorangegangenen Ausfuhrungsbeispiel wird eine 
der Elektroden des Kondensatorelementes 3 durch eine 10 
mehrschichtige Oberflache auf dein Tantalkorper gebildet, 
deren auBere Beschichtung 4 aus Silber besteht. Diese Sil- 
berbeschichtung 4 wird durch die elektrisch leitfahige Kleb- 
stoffverbindung 30 an die Montagefiache 26 des Leiterstrei- 
fens 24 und damit an das nach auBen fiihrende V ss -Pin 6 L5 
und die V ss -Bondinsel 25 des Shadow-SRAM-Chips 1 an- 
geschlossen. 

An einer der Stirnseiten des Kondensatorelementes 3 ist 
ein Tantalsteg 7 herausgefuhrt, welcher Bestandteil des Tan- 
talkorpers 28 des Kondensatorelementes 3 ist. 20 

Die Ausfuhrung des Tragerstreifens 2 und die Anordnung 
des Kondensatorelementes 3 erfolgen so, daB sich das Ende 
des Tantalsteges 7 iiber einer seitlichen Verlangerung 31 ei- 
nes der Stege 22 des Tragerstreifens 2 befindet, welcher mit 
der Mittelinsel 9 und damit mit der V C AP-Bondinsel 11 des 25 
Shadow-SRAM-Chips 1 verbunden ist. 

Weiterhin ist der Leiterstreifen 24, auf welchen das Kon- 
densatorelement 3 aufgeklebt ist, an der Klebestelle abge- 
senkt, so daB das Kondensatorelement 3 mittig zwischen 
Ober- und Unterseite des Gehauses 14 angeordnet ist. Zum 30 
Ausgleich der Hohendifferenz zwischen Tantalsteg 7 und 
Steg 22 wird die Verlangerung 31 nach oben abgesetzt, so 
daB der Tantalsteg 7 unmittelbar auf dem mit der Mittelinsel 
9 verbundenen Steg 22 des Tragerstreifens 2 aufliegt. Die 
elektrische und mechanische Verbindung zwischen Tantal- 35 
steg 7 und der Verlangerung 31 des Stege s 22 wird durch 
eine elektrisch leitfahige Klebstoffverbindung 32 herge- 
stellt. 

Durch die besonders flache Bauform dieser Anordnung 
eignet sich diese insbesondere fur Gehause mit geringer 40 
Bauhohe wie SOP und TSOP, welche bei Halbleiterspei- 
chem bereits in groBem Umfang eingesetzt werden. 

Die elektrische Funktion der Schaltungsanordnung ent- 
spricht der bei der ersten Ausfuhrungsform beschriebenen. 

45 
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Patentansprliche 

1. Integrierte Speicherschaltungsanordnung aus einem 
Tragermaterial, einem Halbleiterchip, auf dem zumin- 
dest ein Shadow-RAM integriert ist, einem Schalt- 
kreisgehause und einer Kapazitat, die zusatzlich zum 
Halbleiterchip in dem Schaltkreisgehause die zum 
STORE- Vorgang bei Power-Down erforderliche Ener- 
gie bereitstellend integriert ist, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kapazitat als ein Kondensatorelement (1) 
ausgefuhrt ist, die ohne ein eigenes Gehause zumindest 
aus Elektroden und Dielektrikum besteht, und Halblei- 
terchip (1) und Kondensatorelement (3) gemeinsam auf 
einem Tragerstreifen (2) mechanisch befestigt sind und 
durch Bonddrahte (5; 15; 29), Leiterstreifen, Lot-, 
SchweiB- und/oder durch leitfahige Klebstoffverbin- 
dungen (27; 30; 32) elektrisch mit dem Tragerstreifen 
(2) und/oder miteinander verbunden sind. 

2. Integrierte Speicherschaltungsanordnung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die gesamte 
Anordnung in einem Standard-Gen ause (14) eine me- 
chanisch und/oder pinkompatibel vergossen wird. 

3. Integrierte Speicherschaltungsanordnung nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Kon- 
densatorelement (3) direkt auf dem Halbleiterchip (1) 
befestigt wird und mit diese m und/oder dem Trager- 
streifen (2) durch Bonddrahte (5; 15; 29), Leiterstreifen 
(24), Lot-, SchweiB- und/oder durch leitfahige Kleb- 
stoffverbindungen (30; 32) elektrisch verbunden wird. 

4. Integrierte Speicherschaltungsanordnung nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB eine au- 
Bere Oberflache des Kondensatorelementes teilweise 
oder ganz als Elektrode ausgefuhrt ist, daB auf der 
Chipober flache ein leitfahiger Bereich ausgebildet ist, 
welcher mit der inneren Schaltung des Chips verbun- 
den ist und daB das Kondensatorelement (3) elektrisch 
leitfahig auf diesen Bereich der Chipoberflache zumin- 
dest eine der Verbindungen zwischen Halbleiterchip 
(1) und Kondensatorelement (3) ersetzend aufgeklebt 
ist. 

5. Integrierte Speicherschaltungsanordnung nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Halbleiterchip (1) und das Kondensatorelement (3) ne- 
beneinander auf dem Tragerstreifen (2) befestigt und 
durch Bonddrahte (5; 15; 29), Leiterstreifen (24), Lot-, 
SchweiB- und/oder durch leitfahige Klebstoffverbin- 
dungen (30; 32) elektrisch mit dem Tragerstreifen (2) 
und/oder miteinander verbunden sind. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



/ 



- Leerseite - 



\ 

ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: DE 19847 175 A1 

Int. CI. 7 : H01L 27/11 

Offenlegungstag: 20. April 2000 




Fig. 1 



002 016/425 




002 016/425 



esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Storag circuit apparatus 



Patent Number: 



US6185124 
2001-02-06 

BUSCHBECK STEFFEN (DE); WOLF THOMAS (DE); ROEPER HEIKO (DE) 
ZENTRUM MIKROELEKTRONIK DRESDE (US) 

DE19847175 
Application Number: US19990306306 19990506 
DE19981047175 19981014 
G11C11/24 

G11C5/14, H01L23/495Q 



Publication date: 
Inventors): 
Applicant(s): 
Requested Patent: 



Priority Numbers): 
IPC Classification: 
EC Classification: 
Equivalents: 



Abstract 



A storage circuit apparatus includes a support material, a semiconductor chip on which at least one shadow RAM is integrated, a 
capacitor element and a circuit housing. The storage circuit shadow RAM apparatus is able to perform a STORE operation to 
secure the RAM content in the non-volatile shadow memory practically independently of the time curve in "power down," without 
external accessory circuitry. The capacitor element, consisting at least of electrodes and dielectric, is integrated in the circuit 
housing, and furnishes the energy required for the STORE operation in power-down 
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